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Abstract The large scale integrated circuit with high performance and low consumption is required for the 
low drive voltage and high movement fr巳quency.For these situations， the design technique of analog circuit is 
necessary at ful digital circuit components. 
In this paper， we designed the analog int巳gratedcircuit with low pow巳rconsumption and broadband 













































































ID = ~(VGS - VT)2(1 +σVDS) 
(1)ここで8は移動度μ、ゲート酸化膜のキャパシタンス
Coxとすると


















ン電流 IDは (VGS-Vt)2に比例するので、ゲート電圧 VGS
を高くすると IDは増加する事を意味している。
また、 MOSFETの相互コンダクタンス gmは
9m = s(VGS -VT) =♂百 (3)
で定義される。これらのパラメータはいずれも、ゲート幅
W と長さ Lで決定される為、 CMOSアナログ回路では要求
される性能によって適宜最適な値を設計する。 [5]
3. CMOSオベアンプの概略及び設計





計は同じく Jdat社の Ismoである。 [5]




















仕様か ら、各CMOSト ランジス タのWL設 計値及び位相
補償用 のコンデ ンサ容量 を計算す る。 これ らの計算値 を算
出す るた めには、デバイス条件 と呼ばれ るn型p型 の半導
体物理パ ラメー タを考慮 に入れ るが具体 的数値 については
割愛 し、結果 のみ を示す。
デ ジタル部のCMOSト ランジスタは、全てL=0.6μm、
W-2μmプ ロセ スで設計 した。アナログ部の位相補償 コン
デ ンサ は、周波 数帯域及 び 出力 ドライブ能力 を考慮 して
500fFとした。増幅段 に使用 したnMOS及 びpMOSト ラン
ジスタのW/L比 はpMOS=8、nMOS=2で 設計 した。
入力段 の差動増幅 については、nMOSのW/L=1で 設計 し
た。基準電圧 は、抵抗値 は350KΩとして2,7Vとした。







な設 計 を行 う。 なお 今 回 の回 路 シ ュ ミレー シ ョン は、
VDECを 通 じてsynopsys社のHSPICEを使用 した。
HSPICEでは、今 回試作す るデバイスの半導体物理パ ラメ
ータが入 っているスパイスモデルフ ァイル 、オペ アンプ内
の集積 回路 を記述 したネ ッ トリス トファイル 、電源や入力
等を記述 した回路パ ラメータファイル の3つ を使 って解析
を行 った。 図4は 直流解析結果を示 したものである。電源
電圧 が0.4V以上で正常に動作す る。また図5は 過渡解析結
果 を示 した図であ る。入力信号は正弦波1000kHzを入力
した場合 の出力結果 を示 してい る。 この条件 であって も入
力信 号 と同 じ出力信号が解析 されてお り、当初 の仕様 は満
た してい ると確認で きた。[6]
4.レイ ア ウ ト設計方法




3章 での回路設計値に基づき実際の集積 回路へ のレイア
ウ ト設計 を行 ってい く。使用 したツールはJdat社のIsmoで
ある。CMOSア ナログ回路設計 においては トランジスタの
サイズL/Wの値 が回路に流れ る電流値や増幅率を決 める.
そのためレイア ウ ト設計の際 にはL/Wの 値 を正確 にに設計
しなければな らない.本 研究では,MOSト ランジスタの幅
Wの 値 を変更 して設計を行 った.図5は 、MOSト ランジス
タの レイアウ ト設計で ある。 中央の赤色 の部分 がゲー トで
あ り、左右 の青色 の部分が ドレイ ン ・ソースに相 当す る。
一 トのW値 を レイア ウ ト設計 した。





Fig.5. Layout design of a MOS FET 






Fig.7. Totallayout design of amplifier circuit 
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おスルーレート [VI.u 5] 
めゲインバンド纏 [kHz]
S):消費電力 [μW]
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